










ス トリ ッ プ ・ラ イ ン を用 い た
遠赤外 ・磁気 プラズマ反射
理学 部 川 村 研 究 室(豊 中2477)
縮退半導体一Pb1-xSnxTe一 の遠赤外 ・磁気 プラズマ反射を測定す る手段 として,我 々はス トリ
ップ・ライン方式 を採っている。 この物質のよ うに高濃度のキャ リヤ(1017～101%ガ3)を ふ くむ
半導体は,遠 赤外線に対す る反射率が大 きい。一方,.Azbel-K鋤erサイクロ トロン共 鳴や各種 の素励
起 にょる反射率 あるいは,吸 収率の変化は比較的小 さ くて,試 料 か らの直接反射 の方法で これを測定す
るのは必ず しも得策ではない。一般 に,そ のような状況では電磁波を試料 に多重反射 させて,全 体 とし
ての反射の変化分 を測れば よい。 しかし波長 の長い ミリ波や マイク ロ域で使われているよ うな導波管を
仕切 った空胴共振器では,モ ー ドの設定が困難で,遠 赤外域での実験には不適 当である。
我 々の知 るか ぎりでは,目 的 に適 うものとして,Fabry-Perot型の共振器 とス トリップ ・ラインの
二つがある。 艶ll肱bs・の祖Ienたちは,こ の共振器 と二重 マイケル ソン干渉計 を組合せて,100～
1,000μmの波長域で,実 験 をしている。我 々は,各 種 の経済性を考えて,比 較的手軽 なス トリップ ・
ライン方式 を試みた。 ス トリヅプ ・ラインは,二 枚の金属の平行平板よ りな っている。 この間隙aを,
使用す る電磁派の半波長よ り狭 くしてお くと,電 磁波はTEM波 として伝播する。一方 の平板を試料 に
澄 きかえた とき,透 過電磁波の減衰係数 は,k2=%窃 となる。Rは 試料 の表 面インピーダンスの実
部である。 試料の伝導度が木 きいとき,こ れは垂直入射す るときの表面 インピーダンスにほぼ等 しい。
試料 の長 さを4と すれば,透 過電力Wは ビ2kzl.に比例す る。 この方式の有効度 を直接反射の方法の場
合 と比べてみる。いま,反 射率r駕1と す ると,Rが △Rだ け変化 したときの反射率 と透過電力の変化
率比(△wノ厨)/(△r/r)は～ 一%aで ある。波長 λ=337μmに 合せて,♂ こ75μmとし,4と
5㎜ に対 して,こ の比は17と な る。 聞隙aを 小 さ くし,6を 長 くすれば,信 号が大 きくとれ るはず
だが,実 際には,ス トリッ プ ・ライ ンとそれ につながる ライ ト・パイプとの整合 に難点があ り,透過 電
力が減少 し,検 知器の感度 との兼合いが問題 となる。現在,検 知器 としてカー ボン抵抗 を使 ってお り,
この程度の 段の値 が妥当なようである。
図は,ス トリップ ・ラインをふ くむ 自作のク ライオス タッ トで,ヘ ルムホル ツ型(本 誌 ・%8の 表紙
写真)か,ソ レノイ ド型の超伝導マグネッ ト中 に収め られる。 情報量 をふやすため 鴎 上の二種のマグ
ネッ トの使用に加 えて,試 料 を面内で回転 させた り,ラ インに沿 う軸回転が出来 るようにしてある。測
定は,1.5～4.2K:で,HCNレ ーザー光(337μm,331μm)を 用い て順調 に行われてい る。
(邑瀬 和歯 西川 哲)
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